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【背景・目的】 

本研究ではシリサイド半導体である BaSi2の薄膜太陽電池への応用に注目した[1]。BaSi2は単接合太陽電池に適す

る 1.3 eVの禁制帯幅を有する。また，大きな光吸収係数（3×104 cm−1@1.5 eV）と優れた少数キャリア拡散長（10 μm）

を有する希少な物質である。先行研究では，Si-richの条件下で BaSi2を成膜すると－0.5 V印加時に 1.2 AW－1の分

光感度を達成した[2]。さらに，Ar 雰囲気下で 1000 °C のポストアニールを 5 分間施すと分光感度は 13 倍に増大した
[3]。しかし，分光感度が向上した原因は特定できていない。近年，EPR および PL，第一原理計算の結果から，Si-rich

のBaSi2では酸素に起因した欠陥がもっとも形成しやすいと判明した[4]。以上より，BaSi2の分光感度の増加はポストア

ニール時に BaSi2 膜中に侵入する酸素が関係していると考えられる。そこで，ポストアニール時の雰囲気を真空にす

ることによりポストアニール中の酸素量を制御し，BaSi2膜中の特性変化と酸素の影響を調査した。 

【実験】 

Si（111）基板表面の保護酸化膜を除去するために，900 °C

で 30分間の Thermal cleaning を行った。その後，Baのみを

供給する RDE法により BaSi2の種結晶を成形した。MBE法

により Si（111）基板上に undoped BaSi2膜を約 500 nmエピ

タキシャル成長した。表面には BaSi2のパッシベーション膜と

して 3 nmの a-Siを in situで堆積した。最後に，試料の周り

にダミーを置き，真空雰囲気において 200 °C で 30 分間の

プレアニールを行った後，1000 °C のポストアニールを 5 分

間行った。雰囲気による光学特性の影響を分光感度測定

で，また試料を構成する原子の分布を EDX より評価した。

【結果・考察】 

Fig. 1に As-grown と Ar中で 1000 °Cで 5分間ポストアニ

ールを行った試料，真空中で 1000 °C で 5 分ポストアニー

ルを行った試料の分光感度スペクトルを示す。真空中でポ

ストアニールを行った試料において最大の分光感度を観測

した。特に，短波長領域での分光感度が向上した。よって，

ポストアニール時の雰囲気は，試料表面側の分光感度に影

響を与えると考えられる。Fig. 2 に As-grown と真空中で

1000 °C で 5分間ポストアニールを行った試料の SEM像お

よび EDX 像を示す。SEM 像より、真空中でアニールした試

料では，BaSi2 表面に凹凸が顕著に発生した。一方，EDX

像では Si，Ba 原子の分布に大きな違いがなかったが，O 原

子については，Ar 中でアニールした試料では，クラック部分

に酸素が侵入している。したがって，分光感度の違いは，ポ

ストアニール時に BaSi2 中に侵入した酸素が関係していると

考えられる。
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